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Тема : Изследване на диелектрични материали при изменение на температурата на средата





I. Задание:


	1. Да се измери изменението на капацитета - Cx и tg( при 	 	   изменението на температурата на средата.


	2. Да се изчисли относителната диелектрична проницаемост (r на образците за всяка температура, като получените резултати се представят графично.


	3. Да се определят температурните коефициенти Tk(t и Ткtg( на всеки образец за две температури от изследвания интервал.


	4. Да се пресметне за всеки образец коефицентът “к”, отразяващ геометричните размери на образеца.





II. Теоритически данни и методи за изследване:


	Най-важните параметри характеризиращи един диелектрик са: относителна диелектрична проницаемост, показваща колко пъти намалява проницаемостта на електричното поле в съответния диелектрик в сравнение с вакуума и тангенса от ъгъла на диелектричните загуби, който е дефиниран само при променливо електрично поле. tg( представлява отклонението на имагинерната и релана част на   (r . Може да измерим   (t kaто изследваме коефициента на кондензатора с площ на плочите S и разстояние между тях d. Знаем, че той се определя по формулата 


	


			S				         S


	Cx= (0 (r ———. Moже да обединим  (0— в коефициенти,


			d					d


които можем да изчислим за всеки от образците, след което за всяка температура да измерим Cx и да изчислим (r .


		d


	к = ——    		(r = к.Cx     (r=8,85.10-12F/m


	       (0 S


tg( се измерва директно от апараттурата за f=1KHz. 


Изчисляванета на “к” за всеки отделен образец става на базата на дадените.


Тк tg( = (tg( = ( tg( / tg( .(t, C-1      Тк (r=((r =( (r / (r.(t , C-1


1.Последователна заместваща схема :


� EMBED AutoCAD  ���                    


   


  2.Паралелна заместваща схема :


� EMBED AutoCAD  ���





Z = R + j X = R + j (XL - XC) = R + j ((L - 1/(C ) - за последователна схема


Y = G - j B = G - j (BL - BC ) = G - j (1/(L - (C ) - за паралелна схема


  f=1kHz за уред Е7-8


кондензатор - паралелна схема     Y = G + j(C


бобини - последователна схема     Z = R + j(L


III. Схема на опитната постановка					





							


�





	         C1		








� 	         C2	               				      C  


�


		C3





		


�		C4








�





Изследваните образци са :


	1 - кондензаторна керамика - d=12.8 mm, дебелина - 0.75mm


к=6,59.1011F-1;S=128,6.10-6m2


	2  - ситал - размери (11.5 x 14.65 mm)                        к=50,4.1010F-1;S=1,68.10-4m2


IV. Резултати от измерванията
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